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Концентрированные твердые растворы на основе V-Ti-Nb-Ta были синтезированы с использованием металлов высокой чистоты (>99,9%) методом дуговой плавки с последующей гомогенизацией. Далее проводился отжиг на протяжении 24 ч и 72 ч при температуре 1150оС с промежуточной холодной прокаткой до 85% сокращения толщины.
Исследования исходных образцов показали формирование однофазных твердых растворов с ОЦК-решеткой с однородным и эквиатомным распределением элементов. Размер зерен в сплаве VNbTaTi составил 100-200 нм. Выявлено, что напряжения второго рода, с ростом числа элементов увеличиваются и являются сжимающими.
[bookmark: _GoBack]Исследования образцов, облученных низкоэнергетическими ионами гелия (40 кэВ) с флюенсом 21015 см-2, методами рентгеноструктурно анализа и растровой электронной микроскопии, показали, что параметр решетки увеличился, ОКР уменьшилось, однородность распределения элементов и фазовый состав системы Nb-Ta-Ti-V не изменились. Обнаружено, что в отличие от чистого V, облучение ионами гелия приводит к увеличению внутренних напряжений. В работе обсуждаются механизмы образования и роста радиационных дефектов в системе Nb-Ta-Ti-V и влияния их на уровень внутренних напряжений. 


